高圧電力機器の節電につながる新素材トランジスタ by 科学技術動向センター & 科学技術動向研究センター
TOPICS
科 学 技 術 動 向　2012年 3・4月号
6
参　考
1）　Masataka Higashiwaki et.al “Gallium oxide （Ga2O3）metal-semiconductor field-effect transistors on single-crystal 

















大きい SiC や GaN が注目され、家電品を超える容
量や電圧の領域で主流となりつつある。Ga2O3 は、





成した単結晶 Ga2O3 基板上に Ga2O3 薄膜を成膜し




　この FET は、オンオフ電流比が約 10,000 と高く、
オフ時の漏洩電流が 3μA と小さく、優れた性能を
示した。今回は耐電圧性を重視しない簡易な構造
であったため耐電圧は約 250 V までの検証であっ
たが、耐電圧構造の最適化を行うことにより、数
千 V まで高められる見通しである。
　今回の成果により、数千 V～1 万 V 級の高電圧
領域まで高効率トランジスタが適用できる可能性
が開かれた。また Ga2O3 は、SiC や GaN には適用
できない「融液成長法」により単結晶基板の製造
が比較的容易であるため、量産効果が見込まれ、



















～1 万 V 級の高電圧領域まで適用できる見通しが開かれた。
